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摘 要

本論文主要在探討以反向結構砷化鎵太陽電池在矽基板上的製作，利用晶圓接合技術和磊晶層剝離技術將薄膜砷化鎵太陽

電池轉移至矽基板上。一般傳統的 InGaP/GaAs/Ge三接面太陽電池到目前為止已獲得不錯的轉換效率，然受制於鍺的能

隙只有0.66 eV，鍺接面只會貢獻約270 mV的開路電壓。根據研究發現在不影響光電流情況下，這個接面的材料可以

是InGaAs，其能隙為1.03 eV，對應可以增加電壓550 ~ 650 mV。不過，InGaAs將與鍺基板或砷化鎵基板產生晶格不匹配

而限制其對整體效能的貢獻，若改以反向變質多接面(Inverted Metamorphic Multijunction)技術，先成長晶格匹配的InGaP

和GaAs，再成長InGaAs，任何差排將被限制在InGaAs接面，轉換效率可以進一步獲得提高。而且，經由磊晶層剝離技術

所移除的基板亦可以回收重覆使用，節省資源和成長的浪費。 在本論文中則應用晶圓接合技術以金銀金與金錫金將反向結

構砷他鎵太陽電池與矽基板接合在一起，再以磊晶層剝離技術將接合在矽基板上的砷化鎵薄膜與砷化鎵基板分離，最後以

黃光微影製程完成反向結構砷化鎵太陽電池在矽基板上的製作，電池受光區並無抗反射光學薄膜的製作。 在矽基板上的薄

膜砷化鎵太陽能電池之開路電壓(Voc)為0.85伏特，短路電流密度(Jsc)為每平方公分為20.58毫安培，填充因子(F.F.)為0.74，

太陽光轉換效率(η)為12.8%
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